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ZnO は六方晶 wurzite 構造を持つ n 型半導体であり，バンドギャップが~3.4 eV と大き

いことと大きな励起子の束縛エネルギー~60 meV のために，光学デバイスの応用に関して

最も有望な酸化物半導体の一つとして注目を集め、盛んに研究されている[1]．その製作コ

ストの安価なことと環境への安全性もまた現実的な応用に有利な点である． 
これまでに ZnO の電子構造に関しては，表面敏感な低エネルギー光（hν < 150 eV）を用

いた光電子分光で表面の状態が調べられてきた[2]．近年，バルクの電子状態を調べること

に関して、検出長の大きな硬Ｘ線や軟Ｘ線といった高エネルギーの光を用いた光電子分光

測定の有用性が指摘されている[3,4]．我々は，ZnO の物性を電子構造の観点から理解する

ことを目的とし，ZnO 薄膜の電子構造をバルク敏感な軟Ｘ線角度分解光電子分光により調

べた． 
図 1 にΓ–M 方向に沿ったカットの角度分解光電子

分光スペクトルの二回微分プロットを示す．Γ点及び

M 点で折り返す明瞭なバンド分散が見られ，バルク

のブリルアンゾーンを反映したバンド分散であるこ

とを示している．実験により得られたバンド分散は、

バンド幅を除いて、第一原理バンド計算の結果と定

性的に一致した。これらの定量的な違いは半導体内

における多体効果（電子相関）に起因すると考え、

ARPES データと計算結果の比較から ZnO の自己エ

ネルギーを見積もった。これらの結果は，半導体薄

膜において軟Ｘ線角度分解光電子分光によってバン

ド構造を実験的に決定できることを意味している．  
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図 1．ZnO薄膜の角度分解光電子分光ス

ペクトル．挿入図はブリルアンゾーン

のkx–ky面でのカットを表し，矢印はス

ペクトルのky軸方向を示す． 
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